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有機単結晶を使用することで有機トランジスタの移動度が向上し、次世代エレクトロニクスデ

バイスへの有機トランジスタの利用が期待されている。軽量、フレキシブル、安価な製造コスト

といった特徴を有するデバイス実現のため、真空フリーのオールウェットプロセスで有機トラン

ジスタの製造コストを低く抑えることが求められ、かつ作製したデバイスについて高移動度を示

し、低電圧で駆動できることが望ましい。そこで本研究では、オールウェットプロセスにより駆

動電圧が 5Vで移動度 6.9 cm2/Vsを示す有機単結晶トランジスタを作製した。 

作製したトランジスタの模式図を Fig. 1 に示す。基板上に高平滑な銀ゲートをスピンコートに

より作製し、フッ素系ポリマー絶縁膜材料をスピンコートした。その後、作製した絶縁膜上に

C10-DNBDTの単結晶膜を連続エッジキャスト法にて作製した[1,2]。電極の作製には無電解めっき

法を用い、フォトリソ工程によりパターニングを行った[3,4]。作製したトランジスタは L/W = 

20/500 μmのチャネル比を有し、Fig.2にトランジスタ特性が示してある。飽和移動度は 6.9 cm2/Vs

を示し、サブスレッショールドスウィング(SS)は 0.39 V/decadeと求められた。この SSから求めら

れる界面のトラップ密度は 2.2×1011 cm-2eV-1であり、この値はドライプロセスにより作製した単結

晶ペンタセントランジスタに匹敵する。C10-DNBDTの有機単結晶膜を平滑な絶縁膜上に作製した

ことで、低電圧領域でも動作する高移動度のトランジスタ特性が実現したと考えられる。 
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 Fig. 1 A schematic diagram of 

all-solution-processed transistor 

and a molecular structure of 

C10-DNBDT. 

Fig. 2 Transfer characteristics (a) in the 

saturation regime and (b) in the linear 

regime.  
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